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(57)摘要

一种提高系统启动速度的装置和方法，可优

化电路结构，缩短CPU到NANDFLASH之间的信号延

时，提高NANDFLASH访问频率，从而提高整个系统

的启动速度，提升用户体验。包括CPU、低延时电

平转换器、NANDFLASH、内存条/内存颗粒；其中，

所述CPU的NANDFLASH信号通过低延时电平转换

器进行电平转换后与NANDFLASH相连，内存条/内

存颗粒直接与中央处理器相连。与常用的采用

CPLD进行电平转相比，本发明采用低延时双向电

平转换器实现中央处理器（CPU）NANDFLASH接口

到NANDFLASH之间的电平转化，使得中央处理器

（CPU）与NANDFLASH之间的信号延时由20ns降低

到10ns以下，中央处理器（CPU）可以以更高的频

率访问NANDFLASH，提高整个系统的启动速度。
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1.一种提高系统启动速度的方法，其特征在于：包括如下步骤：

步骤1：当CPU（10）对NANDFLASH（30）进行写操作时，CPU（10）将通过低延时电平转换器

（20）向NANDFLASH（30）发送控制信号、命令、地址和数据，所有信号的方向都是由中央处理

器CPU（10）发送到NANDFLASH（30）；

步骤2：假设中央处理器CPU（10）发出的信号在低延时电平转换器（20）中的延时为T2，

各芯片间PCB走线延时忽略不计；写NANDFLASH（30）操作时，CPU（10）发出的所有信号都会经

历T2的延时到达NANDFLASH（30），在不考虑电平转换器件不同端口延时差异的情况下，

NANDFLASH（30）接收到的命令、地址、数据相位关系跟CPU（10）发出来的信号时序关系基本

相同；

步骤3：当CPU（10）对NANDFLASH（30）进行读操作时，CPU（10）发出控制信号首先经过T2

延时后到达NANDFLASH（30），NANDFLASH（30）把读出的数据信号送入到低延时电平转换器

（20），再经过T2的延时到达中央处理器CPU（10）；此时CPU（10）接收到数据信号的时间已比

直接外挂NANDFLASH（30）进行读操作延时了2个T2时间；这个延时将会使CPU（10）采样数据

信号窗口缩短2*T2。

2.根据权利要求1所述的提高系统启动速度的方法，其特征在于：所述步骤2中T2延时

大小并不影响CPU（10）对NANDFLASH（30）的写操作时序。

3.根据权利要求2所述的提高系统启动速度的方法，其特征在于：所述步骤2中CPU（10）

写NANDFLASH（30）的频率可以达到NANDFLASH（30）/  CPU（10）中NANDFLASH控制器可支持的

上限频率。

4.根据权利要求3所述的提高系统启动速度的方法，其特征在于：所述步骤3中必须把

CPU（10）中NANDFLASH（30）输出的读使能信号有效脉宽增大2*T2时间，以满足CPU（10）读

NANDFLASH（30）时序要求。

5.根据权利要求1‑4任意一项所述的提高系统启动速度的方法，其特征在于：所述低延

时电平转换器（20）为低延时双向电平转换器，延时小于等于4.5ns。

6.根据权利要求5所述的提高系统启动速度的方法，其特征在于：所述低延时电平转换

器（20）采用TXB0304RUTR芯片。
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一种提高系统启动速度的装置和方法

技术领域

[0001] 本发明涉及电路设计领域，具体涉及一种提高系统启动速度的装置和方法。

背景技术

[0002] 在通讯设备中，一种常见的CPU小系统电路框图如图1所示，该小系统包括处理器

(CPU)、内存条/内存颗粒、可编程逻辑芯片(CPLD)、NANDFLASH。其中CPU是整个小系统的核

心，小系统其它电路均为它服务；内存条/内存颗粒是程序执行的空间；CPLD用于实现外围

接口扩展和电平转换等功能，NANDFLASH用于存放BOOT和系统版本。系统上电完成后，CPU访

问NANDFLASH，获取其中信息，使系统得以顺利启动。CPU对NANDFLASH的访问速度直接决定

了整个设备的启动速度。

[0003] 通讯设备，如路由器、交换机中多数CPU的NANDFLASH接口是1.8V电平标准的，而常

用的NANDFLASH是3.3V电平标准，通常会使用一片CPLD来实现1.8V到3.3V的电平转换。信号

经过CPLD后，会带来20ns左右的延时，影响CPU读NANDFLASH数据信号的建立时间，CPU中的

NANDFLASH控制器必须增大读使能信号有效时间才能满足自身采样数据建立时间的要求。

这无疑加长了CPU读NANDFLASH的周期，限制了CPU对NANDFLASH的访问频率，导致设备的启

动时间增加。在实现NANDFLASH接口电平转换的同时，减小电平转换导致的延时，提高CPU访

问NANDFLASH的频率，将提高系统的启动速度。

发明内容

[0004] 本发明提出的一种提高系统启动速度的方法，可优化电路结构，缩短CPU到

NANDFLASH之间的信号延时，提高NANDFLASH访问频率，从而提高整个系统的启动速度，提升

用户体验。

[0005] 为实现上述目的，本发明采用了以下技术方案：

[0006] 一种提高系统启动速度的装置，包括中央处理器(CPU)、低延时电平转换器、

NANDFLASH、内存条/内存颗粒。其中所述中央处理器(CPU)的NANDFLASH信号通过低延时电

平转换器进行电平转换后与NANDFLASH相连，内存条/内存颗粒直接与中央处理器(CPU)相

连。

[0007] 当中央处理器(CPU)对NANDFLASH30进行写操作时，中央处理器(CPU)将通过低延

时电平转换器向NANDFLASH30发送控制信号、命令、地址和数据。此时，所有信号的方向都是

由中央处理器(CPU)发送到NANDFLASH30。假设中央处理器(CPU)发出的信号在低延时电平

转换器中的延时为T2，各芯片间PCB走线延时忽略不计。在写NANDFLASH30操作时，中央处理

器(CPU)发出的所有信号都会经历T2的延时到达NANDFLASH，在不考虑电平转换器件不同端

口延时差异的情况下，NANDFLASH30接收到的命令、地址、数据相位关系跟中央处理器(CPU)

发出来的信号时序关系基本相同。T2延时大小并不影响中央处理器(CPU)对NANDFLASH30的

写操作时序。中央处理器(CPU)写NANDFLASH的频率可以达到NANDFLASH/中央处理器(CPU)

中NANDFLASH控制器可支持的上限频率。
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[0008] 但是对于读操作，中央处理器(CPU)发出控制信号首先经过T2延时后到达

NANDFLASH，NANFLASH把读出的数据信号送入到低延时电平转换器，再经过T2的延时到达中

央处理器(CPU)。此时中央处理器(CPU)接收到数据信号的时间已比直接外挂NANDFLASH30

进行读操作延时了2个T2时间。这个延时将会使中央处理器(CPU)采样数据信号窗口缩短2*

T2，设计人员必须把大中央处理器(CPU)中NANDFLASH控制器输出的读使能信号有效脉宽增

大2*T2时间，以满足中央处理器(CPU)读NANDFLASH30时序要求。读使能信号有效时间的增

加，导致整个读周期时间增加，NANDFALSH读操作速度降低。选用T2小的低延时电平转换器

进行电平转换将会使这一情况得到有效改善。

[0009] 由上述技术方案可知，本发明采用低延时电平转换器代替CPLD进行1.8V与3.3V之

间的电平转换，如TXB0304RUTR等自感应方向低延时双向电平转换器，该芯片输入到输出的

延时小于等于4.5ns，能自动感应输入输出方向，能实现1.8V与3.3V之间电平转换，最高信

号速率达到140Mbps。使用该方案后，2*T2延时由20ns缩短为9ns，NANDFLASH30读有效信号

低电平持续时间可缩短11ns，读操作周期可缩短11ns，提高了NANDFLASH30读操速率。

[0010] 本发明的技术效果在于：与常用的采用CPLD进行电平转相比，本发明采用低延时

双向电平转换器实现中央处理器(CPU)NANDFLASH接口到NANDFLASH之间的电平转化，使得

中央处理器(CPU)与NANDFLASH之间的信号延时由20ns降低到10ns以下，中央处理器(CPU)

可以以更高的频率访问NANDFLASH，提高整个系统的启动速度。

附图说明

[0011] 图1是常用CPU小系统电路结构框图；

[0012] 图2是本发明系统电路框图；

[0013] 图3是CPU写NANDFLASH时序图；

[0014] 图4是CPU读NANDFLASH时序图。

具体实施方式

[0015] 下面结合附图对本发明做进一步说明：

[0016] 如图2所示，本实施例所述的一种提高系统启动速度的装置，包括中央处理器

(CPU)10、低延时双向电平转换器20、NANDFLASH30、内存条/内存颗粒40。

[0017] 所述中央处理器(CPU)10的NANDFLASH接口，通过低延时电平转换芯片20实现1.8V

转3.3V后与NANDFLASH30相连。NANDFLASH30中存放着系统启动时需要的BOOT和软件版本。

[0018] 系统上电后，中央处理器(CPU)10根据配置，选择从NANDFLASH30启动，中央处理器

(CPU)10产生访问NANDFLASH30的时序，获取BOOT和软件版本。

[0019] 当中央处理器(CPU)10对NANDFLASH30进行写操作时，中央处理器(CPU)10发送给

NANDFLASH30的时序，如图3，需要满足NANDFLASH写操作时序要求。这些信号时序可以通过

配置中央处理器(CPU)10寄存器实现。在进行写操作时，所有的信号都由中央处理器(CPU)

10发出，经过低延时电平转换芯片20后到达NANDFLASH30。低延时电平转换芯片20各通道之

间延时差异极小，对整个NANDFLASH30写时序要求影响可以忽略不计。在满足时序要求的前

提下，写使能信号周期越短，写NANDFLASH30的速度就越快。低延时电平转换芯片20带来的

4.5ns延时，不影响中央处理器(CPU)10对NANDFLASH30访问时序。
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[0020] 当中央处理器(CPU)10对NANDFLASH30进行读操作时，中央处理器(CPU)10先要发

送片选(CE_B)、命令锁存使能(CLE)、地址锁存使能(ALE)、写使能(WE_B)、读使能(RE_B)这

些控制信号给低延时电平转换芯片20，经过4.5ns延时后，这些信号到达NANDFLASH30。

NANDFLASH30在RE_B信号下降沿之后的TREA时间，向低延时电平转换器件20送出数据信号

(DATA)，数据信号(DATA)在低延时电平转换器件20经过4.5ns延时后送入到中央处理器

(CPU)10。中央处理器(CPU)10对数据信号的采样信号窗口为TRP‑TREA+TRHOH.其中TRP是

RE_B有效脉冲宽度，TREA为NANDFLASH30收到RE_B有效后输出数据的时间，TRHOH是RE_B信

号拉高后NANDFLASH30输出数据保持的时间，如图4。在经过低延时电平转换芯片20后，到达

NANDFLASH30的RE_B有效信号其实已经延时了4.5ns，这导致NANDFLASH30输出数据的时间

也会延时4.5ns。NANDFLASH30输出的数据还将经过低延时电平转换器件20才到达中央处理

器(CPU)10，这使得数据比中央处理器(CPU)10直接外挂NANDFLASH30晚9ns。通过调整中央

处理器(CPU)中NANDFLASH控制器的寄存器配置，使RB_B有效信号提前9ns以保证数据能够

有足够的建立、保持时间被正确采样。

[0021] 本实施例中，采用的低延时双向电平转换器，延时仅为4.5ns，与采用CPLD进行电

平转换相比，读写周期可以缩短11ns。通过对中央处理器(CPU)10进行合理配置，可提高

NANDFALSH访问速度，进而提高整个系统的启动速度。

[0022] 以上所述的实施例仅仅是对本发明的优选实施方式进行描述，并非对本发明的范

围进行限定，在不脱离本发明设计精神的前提下，本领域普通技术人员对本发明的技术方

案作出的各种变形和改进，均应落入本发明的保护范围内。
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